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РУХЛИВІСТЬ НОСІЇВ ЗАРЯДУ 
ПРИ КОНФІГУРАЦІЙНІЙ ПЕРЕБУДОВІ ДИВАКАНСІЙ У КРЕМНІЇ  

 
Розглянуто температурну залежність рухливості електронів і дірок у високоомному кремнії, 

вирощеному методами Чохральського та безтигельної зонної плавки, після опромінення швидкими 
нейтронами реактора. У рамках уточненої моделі кластерів дефектів описано температурну 
залежність концентрації електронів і дірок у зразках кремнію. Показано, що зміна конфігурації 
дивакансій у кластерах дефектів і провідній матриці призводить до зростання висоти дрейфових 
бар'єрів і концентрації довгохвильових фононів у провідній матриці зразків кремнію. 
Ключові слова: кремній, швидкі нейтрони, дивакансія, рухливість носіїв.  
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ПОДВИЖНОСТЬ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА 

ПРИ КОНФИГУРАЦИОННОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ ДИВАКАНСИЙ В КРЕМНИИ 
 
Рассмотрена температурная зависимость подвижности электронов и дырок в высокоомном 

кремнии, выращенном методами Чохральского и бестигельной зонной плавки, после облучения 
быстрыми нейтронами реактора. В рамках уточненной модели кластеров дефектов описана 
температурная зависимость концентрации электронов и дырок в образцах кремния. Показано, что 
изменение конфигурации дивакансий в кластерах дефектов и в проводящей матрице приводит к 
росту высоты дрейфовых барьеров и концентрации длинноволновых фононов в проводящей матрице 
образцов кремния.  
Ключевые слова: кремний, быстрые нейтроны, дивакансия, подвижность носителей. 
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CHARGE CARRIER MOBILITY 
IN THE CONFIGURATION RESTRUCTURING DIVACANCIES IN SILICON  

 
Temperature dependence of the mobility of electrons and holes in p-Si, cultivated by Czochralski method 

and бестигельной zone melting, after irradiation by fast neutrons reactor was considered. In the framework 
of the elaborated model of clusters defects the temperature dependence of the concentration of electrons and 
holes in silicon samples was described. It is shown that the configuration change divacancies in clusters of 
defects and in conducting matrix leads to increase in the height of the drift barriers and concentration long-
wave phonons in conducting matrix samples of silicon. 
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